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Современная микроэлектронная промышленность основана на эффективном и точном применении плазмохимических процессов. Для дальнейшего развития данной отрасли необходимо лучше понимать и контролировать механизмы взаимодействия плазмы и обрабатываемой поверхности. Важную роль на этом пути играют прогностическое моделирование и модельные эксперименты, которые исследуют различные аспекты более сложного реального технологического процесса. Отдельно необходимо учитывать различные тонкости, являющиеся существенными для воспроизводимости экспериментов и достижения хорошей точности в них.
В данной работе измеряется вероятность гетерогенной рекомбинации атомов водорода на поверхности трубки из диоксида кремния в тлеющем разряде постоянного тока в чистом водороде среднего давления (2–7 торр) в зависимости от давления и тока разряда для двух температур стенки методом модуляционной актинометрии. Также в нашей работе исследована зависимость вероятности гетерогенной рекомбинации от длительно, поскольку именно она влияет на воспроизводимость результатов эксперимента.
	

	

	Рис. 1. Схема экспериментальной установки
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